Diyot Uygulamalari



Yiik Hatt1 Analizi

Verilen bir devrede, diyoda
uygulanan biitiin gerilim degerleri
icin olas1 biitin akim degerlerini
gosteren hat “yiik hatt1” olarak
tamimlanir. E / R degeri maksimum
I, diyot akimi, E ise maksimum
Vp, diyot gerilimidir.

— Characteristics (device)
_'_.;-"'
}-paint

= Load line (network)

Yiik hatti ile diyot karakteristik .

egrisinin Kesistigi nokta Q-calisma Yo )
noktasi olup, verilen bir devre icin
belirli bir 15 ve Vp ‘yi tamimlar.



Seri Diyot Devre Yapilar

Ieri Ongerilimleme

o]

Sabitler Si
e Silikon Diyot V, = .7V +
¢ Germanyum Diyot: V, = .3V E —

Analiz

Vp =.7V (veya V, = E eger E <.7V)

Io=I.,=I,=V,/R -



Seri Diyot Devre Yapilar

Ters Yon Ongerilimleme

o]

Bu durumda diyot, ideal olarak a¢ik Si
devre gibi davranir. +
E

Analiz -
- Vp =E

.+ Vp=0V =
- I=0A



Paralel Diyot Devre Yapilar

Vp =.7V
i 033kQ
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Dogrultucu Devreler

Yarim dalga dogrultulmus gerilim

/\/VW NN

Va(_. :i— Dogrultucu |+———

(a) Yarnim Dalga Dogrultucu

220 V, 50 H=z

Filtrelenmis gerilim Regiileli cikis gerilimi
V ™ ———
DC
Vbe
O (0] o
Ve :i— Dogrultucu Filtre Regiilator |1T——O——
Yuk

(b) Tipik bir giic kaynadginin blok yapisi.



Yarim Dalga Dogrultma
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Diyot sadece ileri "
yinde T ST A

ongerilimlendiginde
iletime gececegi icin =
giriste uygulanan

AC isaretin sadece —— P+ o o—
yarim alternansi
cikisa iletilecektir. Vi R§ Uy —

+ - +

DC cikis gerilimi 0.318V, ,dir. V, = AC isaretin tepe degeridir.



PIV (PRV)

Yarim dalga dogrultma devrelerinde, diyot uygulanan isaretin tek bir
alternaninda iletime gecip, diger alternansinda kesimde oldugu i¢in, diyodun
ters yon kirilma geriliminin uygulanan ters yondeki isaretin tepe degerinden
buyiik olmasi gerekir.

PIV (veya PRV) >V _

e PIV =Ters yon tepe gerilimi
 V,_ =tepe deger



Tam Dalga Dogrultma

Dogrultma islemi, bir tam dalga dogrultma
devresinde daha fazla diyot kullanilmasi ile Vi
iyilestirilebilir.

0 T \/T t
Tam dalga dogrultma isleminde daha biiyuk ’
DC c¢iks gerilimi elde edilir.
* Yarim dalga: V= 0.318V, =~V
« Tamdalga: V4. = 0.636V,, N\ Ve = 0636V,
0 T T 1
2




Tam Dalga Dogrultma

Képrii Tipi Dogrultucu

* Dort diyot gereklidir.
* Vpc=0.636 Vm

+
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Tam Dalga Dogrultma

Orta Uclu Transformatorlii Dogrultucu

e Orta uclu transformator ve
- IKki diyot gereklidir.

Vpe = 0.636(V,)
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Dogrultucu Devre Uygulamalar

Dogrultucu Ideal V. Gerg¢ek V-
Yarim Dalga Dogrultucu Vpe =0.318(Vm | Ve =0.318V,, - 0.7
Koprii Tipi Dogrultucu Vpe = 0.636(VmM) | Ve = 0.636(Vm) —2(0.7)
Orta Uclu Transformatorlii _ _
el Vpe = 0.636(Vm) | Vpe =0.636(Vm) — 0.7
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Dogrultma Devrelerinde Filtreleme
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Voo —— P ——
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LS @ Vin == Ve TR
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. Diyot ileri yonde dngerilimlendiginde iletime gecerek kapasitér maksimum tepe degerine
(a) kadar sarj olur

0 Iy 1 ) @ Vin -
L & Iy Iy 5] -

(b) Diyot anaduna gelen isaret kapasite lizerindeki tepe degerinden daha kiiciik oldugunda. diyot
kesime gidecek ve Kkapasite RL yiik direnci (zerinden desarj olacaktir.
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Filtreleme Etkinligi: Ripple Faktoru (r)




Ripple Ayni egim

0 ——4 I - 1 L

(a) Yarim dalga

(b) Tam dalga



Genelde kullanilan kapasite degeri yukseltilerek filtreleme isleminin etkinligi
arttirilabilir ve dolayisiyla ¢ikis DC seviyesindeki ripple (dalgalanma)
azaltilabilir.




Kirpici Devreler

Kirpici devre uygulamalarinda, giris '
isaretinin belirli bir seviyesi kirpilarak - -
cikisa aktarilmaz. Seri kKirpici

devcrelerinde diyot, kendisini ileri vk V-
yonde ongerimlemeyen alternansi ya da -

isaret seviyesini kirpar.
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DC Kaynakh Kirpici Devreler

Devre yapisinda DC
kaynak iceren devre
yapilaridir. Bu kaynak
ilavesiyle daha etkin
Kirpma islemi
gerceklestirilebilir.

20V

\/T

=
B[~
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bVo

v,+3V=20V+5V=25V

~5vl T\ T_
2 X
Transition

voltage

0

\"

vW=-35V+5V=0V

o~
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Paralel Kirpici Devreler

+0

Y
Paralel bir kirpici devresinde %
diyot, kendisini ileri yonde N
ongerilimleyen herhangi bir
isareti kirpar.
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Kirpici Devreler:Ozet

Simple Scries Clippers (ldeal Diodes)
POSITIVE NEGATIVE

e - ——————
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Kirpici Devreler:Ozet

Simple Paralie! Clippers (Ideal Diodes)




Kirpici Devre Uygulamasi-I

+10V

Vin 0

-10V

R,
A—
1.0 kQ
VY D, D,
+ —

Diodes are 1N4001.




Kirpici Devre Uygulamasi-li

+8.95V —=———
V 0

out




DC Kaynakh Kenetleme Devreleri

Giris isareti iicgen, siniizoidal ya da % *
kare dalga tipi bir AC isaret olabilir. ¢ B R

DC kaynak, kenetleme devrelerinde

DC kenetleme seviyesinin 20V
ayarlanmasini saglar. . :
a—— 0V

AA

-IO\[/?— \'/ \'/ 4
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Kenetleme Devreleri:Ozet

Clamping Networks
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Kenetleyiciler

Bir diyot ve bir kapasitor, bir
AC isareti belirli bir DC
seviyeye kenetlemek igin
kullanilabilir.
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Gerilim Katlayic: Devreler: x 2

Ci
I .
PR | ¢ =
v, D,
g” v, D, nERG 2,
+
_ +
* O

Bu yarim dalga gerilim katlayici devresinin ¢ikis gerilimi asagidaki gibi
hesaplanabilir:

Vout = VCZ = 2Vm
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Gerilim Ikileyici

Diode 0, . Diode £

//nnnu:nn:lur_'ling + Ci_ //cnnducling
e I s
= %U V., b N E'I-;_,_,T O 2V

J +
-y - ‘ : T o + \" ‘ ;
- Pozitif Alternansta; \Diode D, Nbiode b,
conducting nonconducting

0 D, iletimde
o D, kesimde
o C, kapasitorii V,’e sarj olur.

* Negatif Alternansta;
o D, kesimde
0 D, iletimde
0 C, kapasitorii 2V, ,’e sarj olur.

Vout = VCZ = 2Vm
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Gerilim Ucleyici ve Dortleyici Devreler

[ripler (3, )
v, 2V,
+ = . + =
i I
C1 C]
g“ " !D'I i, !Dj 0y
'I':‘z Cq
- 1 I
‘ 2V, v,

Queadrupler (41
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Pratik Uygulama Notlari
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V= indicates dc/ac function

| indicates diode test




Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

A A
[IRYVRVEVAAL JI\ I\

\ J \ ] i | | | Y

W I | \ \i/ |
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4 Correct » Correct 4 Correct (if filter 4 Incorrect
capacitor is open)
— & - =
Transformer Full-wave apacitor- Voltage
110V (fused) 1P rectifier oput regulator
TP1 filter TP4 TP5
(a) Measurements starting at the power supply input.
Step 3 Step 2 Step 1
3
A A N\
I 1\ I\ 1\
) Y | Y ¥ Y
Correct (if filter \\ Incorrect \ Incorrect
capacitor is open) Q
j TP2 Capacitor [
Transformer | Full-wave p Voltage
1ov :i_._ (fused) rectifier input regulator
TP1 filter TP4 TS

(b) Measurements starting at the regulator output.



Diyot Cesitleri ve Kullanim Alanlari

« Zener Diyot: Dogru yonde

kutuplandiklarinda K Katod <

dogrultucu diyotlar gibi

calisan yariiletken

elemanlardir. ) A 8
 Ters yonde Iy (mA)

kutuplandiklarinda ise |

ancak zener esik romma

gerilimine ulastiginda V)~ - V()

iletime gecerler ve cikis

gerilimini zener gerilim

seviyesinde sabit tutarlar. o)




Zener Diyotlarin Kullanim Alanlari

Gerilim Regulatoru: Zener diyotlar genellikle guc kaynaklarinda DC ¢ikis
gerilimini regule etmek icin kullantlir.

10-20 mA gibi kiicuk degerli akimlarin ¢ekilebilecegi bir reguleli kaynaga
ihtiya¢ duyuldugunda yuke paralelbagl tek bir zener elemani ve zener diyota
seri bagl bir Rs direncinin kullanimi yeterli olacaktir.

Zenere paralel bagl bir kondansator kullanimi da parazitik etkilerin
giderilmesinde faydali olur.

Zener diyotun sec¢iminde diyottan akacak akimin diyodun dayanabilecegi
maksimum ters yon zener akimindan kucguk olmasina dikkat edilmelidir.
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Zener Diyotlarin Kullanim Alanlari

Kirpma Devreleri:Zener diyotlar ters baglanarak devre c¢ikisinda tepeleri
kirpiilmis isaret elde edilir.

Ornek:5V’tan daha buiyik genlikli bir AC giris geriliminin pozitif alternansinin
baslangicinda Z1 zeneri iletime gecer ve Z2 zeneri ters kutuplandigi igin
kesimde kalir.

Giris gerilimi +5V’a ulastiginda 4,3V’luk zener gerilimine sahip Z2 diyotu da
iletime gecger ve dolayisiyla ¢ikis uclari arasinda +5V olusur.

AC gerilimin diger alternansinda da Z1 ters polarmali hale gelir ve bu defa da
cikista tepesi kirpilmis -5V’luk negatif alternans olusur.
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Zener Diyotlarin Kullanim Alanlari

« Olgu Aletlerinin Korunmasi:Voltmetre bobininin yiiksek
gerilimden korunabilmesi i¢in bobine paralel bagli bir
zener diyot yerlestirilir. Zener gerilimi voltmetrede
okunabilecek son skala degerine esit secilecegi icin
olculen gerilim zener gerilimini asarsa diyot iletime
gecerek voltmetreyi koruyacaktir.

BE




Zener Diyotlarin Kullanim Alanlari

» Elektronik Elemanlarin lletim Seviyelerini Ylikseltme:
Elektronik sistemlerde bazi devre elemanlarinin belli bir
giris degerine kadar kapali (OFF) durumunda kalmasi,
giris isareti bu degere ulastiginda acik (ON) konumuna
gecmesi istenebilir.
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Yuksek Voltajli Dogrultucu Diyotlar

* Yuksek voltaj diyotlari ters yonlu sizinti akimi olmaksizin
gerekli voltajl bloke eden tek jonksiyonlu elemanlardir.

« lleri yonde kutuplandiklarinda isil gli¢c kayiplari hemen
hemen yoktur.

« Bunlar katot isinli tuplerin beslenmesinde, haberlesme
sistemleri gu¢ kaynaklarinda, x isini elde edilmesinde
kullantlir.




Yuksek Frekans Devrelerinde Kullanilan
Hizli Cevap Veren Diyotlar

* Hizh cevap veren dogrultucular, anahtarlama zamanlari
150-500 ns civarinda olan uygulamalarda
kullaniimaktadir.

« Anahtarlamali mod gug¢ kaynaklari, monitorler, yuksek
frekans anahtarlamasi.




Gecis Voltaji Bastirici Diyotlar

« Gecis voltaji (pikler) genellikle elektrik motorlarinin
baslatilip, durdurulmasi islemlerinde, fluoresan
lambalarin aydinlatmasinda, kaynak makinelerinin
kullaniminda ortaya c¢ikabilmektedir.

« Bu tur cihazlar ¢alismaya basladiklarinda elektrik
sisteminden yuksek akim cekmektedirler.




Schottky Diyot-Baritt

» Metal ve yariiletken kristallerin
birlestiriimesi ile elde
edilmektedir. Jonksiyon direnci

¢ok kuguk oldugundan dogru  §aed  fkad  Mealkn
yonde kutuplamasinda L - .—1 .
0.25V’ta dahi kolaylikla ve

hizla iletim saglamaktadir. Ano  Anat L

e Ters yon akimlari kuguktur.

 Modulator, demodulator,
detektor devrelerinde ve
mikrodalga alicilarinda
karistirici olarak kullantlir.




Gug Diyotlari

Galvanoplasti ve ark kaynaklari gibi dogru akima ihtiya¢ duyulan bazi
uygulamalarda yuksek gug¢ ve yuksek i1s1 gereksinimlerinin kargilanabilmesi
icin guc diyotlari kullanilir. 2W’in Gzerindeki diyotlar gug diyotlari olarak
tanimlanir.

Daha yuksek bir akim ve daha dusuk ileri diyot direnci saglamak igin
jonksiyon alanlari buyuk 1500V-4000V arasi ters gerilime ve 1000A’lik
akima dayanabilen silikon diyotlar uretilebilmektedir.

Akimin yuksek olusundan kaynaklanan ytksek degerli isinin yok edilmesi
icin elemandan 1s1y1 gekmek Uzere sogutucular kullanilir.




Yuksek Amperli Diyotlarin Gug

Kaynaklarinda Kullanimi

« Gug kaynaklarinda yuksek guclu DC voltaji temin

edebilmek i¢in buyuk boyutlu ve guglu bir dogrultucuya
ihtiyac vardir.

« Asagidaki sekilde gorulen modul, ortak katot
konfigurasyonlu iki diyot icermektedir.

« 240V cikish orta uclu trafolarda tam dalga dogrultma igin
uygundur.




Tunel Diyotlar

Tunel diyot (Tunnel diode), diger diyotlar gibi PN
bitisiminden (iretilmistir. Uretiminde germanyum veya
galyum-arsenit kullanilir.

Dogrultucu diyotlardan farkli olarak P ve N tipi eklemleri
olusturulurken daha yogun katki maddesi kullantilir.
Tunel diyot'un en belirgin ozelligi negatif direng
karakteristigidir. Bu ozellik onu ozellikle salinim
devrelerinin (osilator) tasariminda populer kilar.

Tunel diyotlarin sik kullanildigi bir diger uygulama alani
Ise mikrodalga yukseltecleridir.



Tunel Diyotlar

Tunel diyot, dogru polarma altinda ¢ok kuguk gerilim degerlerinde dahi
iletimdedir ve uzerinden bir akim akmasina izin verir.

Bu durum karakteristikte A-B noktalari arasinda gorulmektedir.

Tunel diyot Uzerine uygulanan dogru yondeki polarma gerilimi, tinel diyot
kirllma (barrier) gerilimi degerini astiginda tunel diyot negatif direng ozelligi
gosterir.

Bu noktada (B noktasi) tinel diyot Uzerinden gecen akim miktari arttigi
halde, Uzerine dusen gerilim azalir.

Bu durum negatif direng ozelligidir. Tunel diyota has bir 6zelliktir. Bu
karakteristikte B-C noktalari arasinda gosterilmistir.

© Katod 0 Katod I . e Negal
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Varaktor — Varikap Diyot

Varikap diyot, PN ekleminden uretilmis yariiletken bir
devre elemanidir.

Kimi kaynaklarda “varaktor (varactor) diyot” olarak
adlandirilir.

PN bitisimi ters gerilim altinda bir miktar kapasitif etki
gosterir.

Bu ozellikten yararlanilarak varikap diyotlar uretilmistir.

Varikap diyot, genellikle iletisim sistemlerinde kanal segici
(tuning) devrelerin tasariminda kullanilir.

PN bitisimi ters yonde polarmalandiginda bir miktar
kapasitif etki olusturur.

PN bitisiminin bu ozelliginden yararlanilarak varikap diyotlar
gelistirilmistir.



Varaktor — Varikap Diyot

« Varikap diyotu; ters polarma altinda kapasitansi degisen
diyot veya yariiletken kondansator olarak
tanimlayabilliriz.

« Varikap diyotun kapasitif degerini, PN bilesiminin
fakirlestirilmis bolgesinde belirlenmektedir.

» Uretimde kullanilan katki maddesi ve fiziksel boyut
kapasitif degeri etkileyen diger faktorlerdir.
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Varaktor — Varikap Diyot

« Kapasitif etkinin nasil olustugu asagidaki sekil yardimiyla
gorsellestiriimigtir.

« Varikap diyota uygulanan ters polarma degerine bagl olarak
kapasitif etkinin degistigine dikkat ediniz.

« Karakteristik egriden goruldugu gibi varikap diyota uygulanan
ters polarite artisi, diyotun kapasitif degerini azaltmaktadir.




Foto Diyotlar

Foto-diyot (Photo-diode), i1sik enerjisine duyarl aktif
devre elemanlarindandir.

Ters polarma altinda calistiriilmak uzere PN bitisiminden
uretilmistir.
Foto-diyot 1sik enerjisine duyarli bir elemandir.

Bu nedenle tum foto-diyotlar 1sik enerjisini algilamalar
icin seffaf bir pencereye sahiptir.

Katod Katod g
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Foto Diyotlar

* Foto-diyot; dogru polarma altinda
normal diyotlar gibi iletkendir. Ters
polarma altinda ise, uzerine uygulanan
1ISIk yogunluguna bagli olarak ¢cok kucguk
bir akim akmasina izin verir.

* Dolayisiyla karanlik bir ortamda bulunan
foto-diyot yalitkandir. Bir foto-diyot'un 1sik
enerjisine bagli olarak nasil calistigi
asagldaki sekilde gosterilmistir.



Foto Diyotlar

 Oncelikle foto-diyot ters polarma altinda calistiriimistir.
Sekilde goruldugu gibi karanlik ortamda fotodiyot'un
direnci maksimumdur ve Uzerinden akim akmasina izin

verme:<z.

* Foto-diyot uzerine bir 1Sk kaynagl uygulandiginda ise
MA ler seviyesinde bir akim akmasina izin verir.

M Isik Yok Istk Var
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Foto Diyotlar

 Bir foto-diyot'un karakteristigi uzerine
gelen isik gucune bagli olarak uretecegi
foto-akim (Ix) miktaridir.

« Karakteristikler genellikle watt basina
akim miktari olarak belirtilir.

100 == H:;ﬁﬂﬂﬂﬂi‘—{ '
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Foto akim, (1, )
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Shockley Diyotlari

* Shockley diyot olarak bilinen dort katmanli
diyotlar N ve P tipi yariiletken kristal bir
diyottur.

* Dort katmandan bir tanesi dogrultma
Islemini gerceklestirirken, ikinci tabaka
anahtarlama islemini gerceklestirmektedir.



Isik Yayan Diyot
Light Emitting Diode (LED)

Isik yayan diyot (LED), dogru yéonde polarmalandiginda goériilebilir 1s1k
yayan yariiletken bir devre elemanidir.

PN bitisiminden dretilmistir. Bilindigi gibi germanyum veya
silisyumdan yapilan PN bitisimleri dogru polarma altinda lizerlerinden
bir akim akmasina izin verir.

Akim akisi esnasinda bir enerji agiga ¢ikar.
Bu enerjinin bir miktari 1s1, kuguk bir miktari ise 1g1k (foton) enerjisidir.

Bu nedenle LED dretiminde silisyum veya germanyum elementleri
kullaniimaz.

LED idretimi icin P ve N maddelerinin olugsturulmasinda genellikle
Galyum-Arsenit-Fosfit (GaAsP) veya Galyum-Fosfit (GaP) kullanilir.

Bu tiir maddeler dogru polarma altinda gorulebilir isik elde etmek icin
yeterlidir.



Isik Yayan Diyot
Light Emitting Diode (LED)

LED in sematik sembolii ve dogru polarma altinda PN bitisiminde 1s1k
enerjisinin olusumu asagidaki sekilde goriilmektedir.
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PN bitisiminde, bitisim bolgesinde elektron ve bosluklar yeniden
birlesir. Yeniden birlesme islemi esnasinda enerjinin buydk bir kismi 1s1k
enerjisine donuserek gorulebilmesine neden olur.



Isik Yayan Diyot
Light Emitting Diode (LED)

Yariiletken malzemeye elektrik enerjisi uygulanarak isik enerjisi elde
edilebilir. Bu islem “elektro-luminesans (elektro-parlaklik)” olarak adlandirilir.

LED, dogru polarma atinda iletime gecer ve lizerinden akim akmasina
izin verir. Dogru polarma altinda Uzerinde maksimum 1,2 Vile 3,2V
arasinda bir gerilim diigiimiine sebep olur.

LED lerin Uzerlerinden akmalarina izin verilen akim miktar1 10—30 mA
civarindadir. Bu deger; kullanilan LED’in boyutuna ve rengine gore
farklilik gosterebilir. Gerekli maksimum degerler Uretici kataloglarindan
temin edilebilir.
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Isik Yayan Diyot
Light Emitting Diode (LED)

LED’in yaydigi 11k enerjisinin gsiddeti ve rengi imalatta kullanilan katki
maddesine gére degismektedir. Uretiminde GaP kullanilan LED’ler,
kirmizi ya da sari renkte goriilebilir 1sik yayarlar.

GaAsP kullanilan LED’ler ise sari renkte goriilebilir 1sik yayarlar.
Uretiminde GaAs kullanilan LED’ler ise “kizil 6tesi (infrared)” 1s1k
yayarlar. LED’lerin yaydigi i1s1gin goriinebilir veya gériinemez olmasi,
yayilan i1s1gin dalga boyu tarafindan belirlenir. 500 nm — 700 nm arasinda
dalga boyuna sahip 1simalar goriilebilir.

800 nm — 1000 nm arasinda dalga boyuna sahip 1simalar ise kizil 6tesi
olarak adlandirilir ve gorulemez.

Nepirgk godel
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A dalgs boyr {nm)
a) Grtllebilir igik {visible light) b) Gortilemeyen 1gik (Nonvisible infrared)
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LED Gosterge

LED diyotlar giiniimiizde c¢esgitli kombinasyonlar olusturularak da
kullaniimaktadir.

Ozellikle sayisal elektronik uygulamalarinda rakam ve yazilarin gosterimi
bu tur devre elemanlari ile yapilir.

Yedi parcali gosterge (seven-segment-display) olarak adlandirilan bu tur
optik devre elemanlari ortak anot veya ortak katot baglantili olarak uretilirler.
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Led gostergenin olusturulmas:  Ortak katodlu gosterge Ortan anotlu gosterge



LED’lerin Kullanim Alanlari

Dijital Saatler

Buyuk Ekranlar

Uzaktan Kumandalar
lkaz Lambasi Uygulamasi



Lazer Diyotlar

Lazer; ingilizce, Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation (uyarilmis 1sin yayllmasiyla isik kuvvetlendirilmesi)
cumlesindeki kelimelerin bas harflerinin alinmasindan turetilmis bir
kelimedir.

Normal 1s1k; dalga boylari muhtelif, rengarenk, yani farkl faz ve frekansa
sahip dalgalardan meydana gelir.

Lazer 1s1Q1 ise yuksek genlikli, ayni fazda, birbirine paralel, tek renkli (mono-
chromatic), hemen hemen ayni frekansli dalgalardan ibarettir. Optik frekans
bolgesi yaklasik olarak 1-109 Hz ile 3-1012 Hz arasinda yer alir.

Bu bdlge, kirmizi otesi isinlari, gortlebilen i1ginlari ve elektromanyetik
spektrumun morotesi 1sinlarini kapsar. Lazer diyot cok yuksek frekanslarda

calisir.

Lazer iginiminin Uretimi icin farkli yontemler ve malzemeler kullaniimaktadir.
Yariiletken malzemelerden elde edilen kristallerden yapilan lazerlere, “lazer
diyot” adi verilmektedir.

Galyum-Arsenit kristali yariiletken lazere ornektir. Lazer diyot; Yar iletken
diyot gibi PN malzemenin birlesmesinden olusturulmustur.



Lazer Diyotlar

Birlesim yuzeyinde, P tarafina pozitif gerilim, N tarafina ise negatif
gerilim verildigi zaman elektronlar N malzemesinden P malzemesine
gecerken enerjilerini kaybeder ve foton yayarlar.

Bu fotonlar tekrar elektronlara carparak bu elektronlarin daha ¢ok foton
uretmesine sebep olurlar.

Neticede yeterli seviyeye ulasan foton yayilimi, lazer 1ginini meydana getirir.
Bu tur lazerler verimli isik kaynaklaridir.

Genellikle boylari bir milimetreden buyuk degildir. Ancak ¢ok verimli ¢calisma
icin ortam sicakligi oda sicakhginin ¢ok altina dtsutralmelidir.
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Lazer Isininin Ozellikleri

Lazer 1sininin en buyuk ozelligi, dagiimamasi ve yon verilebilmesidir. Dalga
boyunun kuguk olmasi dagiimayi da buyuk olctde azaltir.

Uyarilan atomlar her yon yerine, belli yonlerde hareket ederler. Bu durum
lazer 1sinin ¢ok parlak olmasini saglar.

Lazer 1s1n1, dalga boyu tek oldugundan monokromatik 6zellik tasir. Frekans
dagihm arahgi, frekansinin bir milyonda biri civarindadir.

Bu sebepten istenilen frekansta ¢ok sayida dalgalar lazer dalgasi Uzerine
bindirilmek suretiyle haberlesmede iyi bir sinyal Ureteci olarak kullantilir.

Lazer 1sini dagilmaz oldugundan kisa darbeler halinde yayinlanabilmesi
mumkundar.

Kayipsiz yuksek enerji nakli yapiilmasi bu 6zelligi ile saglanabilir. Yonlu bir
hareket olmasindan ise holografi ve olgcim biliminde yararlanilir.

Lazer i1sini tek dalga boyuna sahip oldugu icin lazer cinsine gore cesitli
renkte 1sinlar elde etmek mumkundur.



Lazer Cesitleri

GuUnumuzde lazer isiniminin Uretimi icin farkh yontemler kullaniimaktadir.
Bu nedenle lazerler; kati, gaz, kimyasal, sivi ve yariiletken lazer olmak
uzere siniflara ayrilirlar.

lIk bulunan kati lazer tird, yakut lazeridir. Yakut, az miktarda krom ihtiva
eden aliiminyum oksit kristalidir. llk yakut lazer sadece bir darbe ile
caligtirilirdi.

Ik gaz lazer’in Uretiminde helyum ve neon karisimi seklinde kullanilmistir.
Helyum ve neon gazi ile galisan lazerde, gazlar yuksek voltaj altinda iyonize
hale gelir.

Helyum atomlari elektrik desarji esnasinda elektronlarin carpmasi ile
uyarilarak yuksek enerji seviyelerine cikar. Bunlar, kazandiklari enerijilerini
neon atomlarindaki es enerji seviyelerine aktarirlar.

Bu enerji aktarma islemi fotonun yayilmasina sebep olur. Aynalar
vasitasiyla yeterli seviyeye ulastiktan sonra lazer isini elde edilmis olur. Bu
tar lazer 1sininin dalga boyu 1,15 mikrondur.



Lazer Cesitleri

Kimyasal lazerde ise meydana getirilen gazlar kimyasal reaksiyon yoluyla
pompalanir.

Kimyasal pompalama bir ekzotermik kimya reaksiyonunda enerji agiga
¢cikmasiyla olur.

Ornegin; hidrojen ve fliior elementleri tersine gevrilmis bir yapida hidrojen
fluorur meydana getirmek Uzere reaksiyona girdiklerinde lazer etkisi ortaya
cikar.

En cok kullanilan sivi lazer tlru, organik bir ¢ozicu icindeki organik boyanin
seyreltik bir ¢ozeltisidir.

Birkac lazer paralel olarak galistirilabilir. Boylece saniyenin birkac trilyonda
biri devam eden lazer darbeleri elde edilebilir.

Boya lazerlerinin en onemli 6zelligi dalga boyunun genis bir alanda hassas
bir sekilde ayarlanabilmesidir.



Lazer Isininin Kullanildigi
Yerler

Lazer, haberlesmede kullanilabilecek o6zelliklere sahiptir. Lazer isini da
gunes Isini gibi atmosferden etkilenir.

Bu sebeple atmosfer, radyo yayinlarinda oldugu gibi lazer yayini igin
uygun bir ortam deqildir.

Bu bakimdan lazer isinlari, i¢i ayna gibi olan lifler icinden gonderilirse, lifler
ne kadar uzun, kivrintili olursa olsun kayip olmadan bir yerden digerine
ulasir.

Bu liflerden istifade edilerek milyonlarca degisik frekanstaki bilgi ayni anda
tasinabilmektedir. Bu maksatla foto diyot kullaniimakta ve elektrik enerijisi
foto diyotta i1sik enerjisine ¢evrilmektedir.

Karbondioksit lazerleri metal, cam, plastik kaynak ve kesme islerinde
kullanilir. Lazer, mesafe olcmede kullanilir.

Lazerle ilk mesafe olcimu, 1962 senesinde, Ay’a yerlestirilen argon-iyon
lazeri ile yapilmistir. Lazer, insaatlarda, boru ve tunel yapiminda, yon ve
dogrultu tayininde ve tespitinde klasik yontemlerden ¢cok daha mukemmel
ve kullanighidir.



Sivi Kristal Gostergeler

Liquid Cyrstal Displays (LCD)

LCD paneller, iki kat polarize
cam arasinda yer alan
yuzbinlerce likit kristal hlicreden
olusur.
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Sivi Kristal Gostergeler
Liquid Cyrstal Displays (LCD)

LCD'yi olusturan katmanlar:
(A) yansitici ayna.
(B) polarize edici cam

(C) Indium Oksitten yapilma
negatif elektrot. Elektrot
duzlemi butun LCD’nin tum
alanini kaplar.

(D) sivi kristal katman ve
pozitif elektrot.

(E) camdan yapilma bir filtre
kati.

(F) Polarize edici kaplama
cam tabaka.

Megative
Electrode {C)

Ligquid Crystal

Layer (D) positive  Glass Displayed
Electrode  Filter (E) Imags



Sivi Kristal Gostergeler
Liquid Cyrstal Displays (LCD)

Isik daha sonra TFT (Thin Film Transistor ) adi verilen ince film transistor
tabakasindan ve arkasindan da her likit kristal htcresine iletilen elektrik
miktarini ayarlayan renk filtrelerinden gecer.

Voltaj farkina gore likit kristaller harekete gecer. Bu hareket sekline gore
arkadan verilen 1s1gin siddeti ve kutuplasma yonu degisir.
Bu islemlerin sonucunda da farkl oranda ve parlaklikta kirmizi, mavi ve

yesil renkleri olusturan ve nihai goruntuyu saglayan yuzbinlerce piksel elde
edilmis olur.

LCD (Liquid Crystal Display), sivi kristal organik bir yapiya sahiptir ve
bundan dolayi yuksek isiya, havadan ya da sudan elde ettigi oksijenden,
Isiktan (UV isinlar) etkilendigi icin ozelliklerinde degisikler meydana gelir.

Kimyasal bir degisime neden olur ve kristallin bozulmasini, dagilmasini
hizlandirir.

Bu nedenle kristal sivi molekullerine sahip bir ekran, havadan, sudan,
yuksek 1sidan ve ultraviole isinlarindan korunmalidir.



Sivi Kristal Gostergeler
Liquid Cyrstal Displays (LCD)

LCD televizyonlar ince yapilarindan dolayr hem yer kazanci saglarlar hem
de hafif olduklarindan tasimasi kolaydir. Parlak ve yuksek ¢ozunurlukte
goruntd sunar. Titresim ve radyasyon olusturmaz.

LCD televizyonlarda ekranin nokta araliklarini goremezsiniz. Uzaktan
oldugu kadar yakindan da goruntuler ayni sekilde mukemmeldir.

LCD televizyonlar goz yormazlar, aksine odaklama sorunu olmadigindan
daha keskin ve net goruntu sunarlar.

LCD ekranlari sivi kristalden olusmaktadir. Sivi kristallerin tepki sureleri
CRT ekranlara gore dusuktur. Bu da hareketli goruntulerde bulanikliga
neden olur.

Netlik, hareket fazla oldugu zamanlarda azalir, goruntu sabitlestigi anda
netlesir.

LCD teknolojisi pikseller, aktiften inaktif hale ve sonra yine aktif hale
gecerek tek bir tepki dongusu tamamlarlar. Tepki zamanlari 2 milisaniye ile
25 milisaniye arasinda degisir.

En hizli LCD ekranlar dahi belli bir miktar hareket bulaniklhigi yasayabilirler.



Sivi Kristal Gostergeler
Liquid Cyrstal Displays (LCD)

LCD pikselleri, arkalarindaki bir 1sik kaynagindan isik aldiklari icin LCD
ekranlar 45 derece kadar kucguk acilarla izlenseler dahi kontrast ve renk
kaybi yasabilirler.

Yani LCD ekranlara yandan baktiginizda goruntuyu net bir sekilde
goremezsiniz.

Yuksek kalite LCD ekran kullanan monitor veya televizyonlarda gorus agisi
130-150 derecelere kadar ¢ikabilmektedir ama 150-180 dereceden gorunti
alabilmek LCD’lerde imkansizdir.

LCD’lerde yari dmur denilen bir terim kullaniimaktadir. Yari omur, LCD’in
parlakliginin, bu sure icerisinde, kapasitesinden yaklasik yuzde 50’sini
kaybedecegini belirtmektedir.

Bu nedenle, yaklasik olarak 100.000 saatlik bir dmur sunan plazma TV'lerin
gunde dort saat acik kalmasi durumunda yari omriu 34-36 yila kadar
olmaktadir.



Opto Kuplor

Opto izolator olarak da anilan eleman, i1sik yayan bir diyot ile bir fotodiyot ya
da fototransistorden olusan bir elektronik anahtardir.

Isik yayan diyot kizil 6tesi 1s1k vermektedir. Isik yayan diyotun uclari arasina
bir gerilim uygulandiginda cikan isinlar, 1siga duyarl elemani tetikler.

Mekanik pargalara sahip olamamalari nedeniyle hem izolasyonda hem de
anahtarlama hizinda oldukca iyidirler.




Diyot Isaretleri




Diyotlarin Test Edilmesi
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Diyotlarin Test Edilmesi

OPEN

(a) Forward- and reverse-bias tests
for an open diode give the same
indication. Some meters will
display “OL.”
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)
220 P+
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SHORTED

(b) Forward- and reverse-bias tests for
a shorted diode give the same 0 V
reading. If the diode is resistive,
the reading is less than 2.6 V.



